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Motivation
Mehrfachsolarzellen kbnnen mehr Energie aus dem Sonnenspektrum nutzen.
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Aufbau der Zellen
Das Wachstum der Oberzellen erfolgt mit metallorganischer Gasphasenepitaxie.
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Aufbau der Zellen

Durch direktes Waferbonding wird die Ober- mit der Unterzelle verbunden.
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Ergebnisse

Hohe Materialqualitat in der Topzelle resultiert in sichtbarer Strahlung bei Lichteinfall.
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Ergebnisse

Materialvergleich und —optimierung verbessern die Teilzellspannung der Mittelzelle.
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Ergebnisse
Ein diffraktives Gitter auf der Rickseite erhoht die Quanteneffizienz der Unterzelle.
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Fazit
l1I-V Oberzellen erhohen den Wirkungsgrad von Siliciumzellen stark.

= Epitaktisches Wachstum von IlI-V Oberzellen und direktes
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